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INTRODUCCION

El poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) (PEDOT:PSS) es un
polimero semiconductor que ha mostrado su valor en el desarrollo de
diversos dispositivos, incluyendo los diodos de barrera Schottky [1]. Estos
dispositivos incrementan el rendimiento del semiconductor complementario
de oxido metalico (CMQOS), comparado con el utilizado actualmente en la
tecnologia de identificacion por radiofrecuencia (RFID) para sistemas
implantados [2].
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Figura 2. Caracteristicas sobre la densidad de corriente contra voltaje, con luz
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Esta investigacion consistio en fabricar diodos Schottky, obtenidos al trabajar

una disolucion de PEDQOT:PSS en agua, con particulas suspendidas de
organoestano(lV). Por medio de spin-coating sustratos de vidrio con capa
conductora anodica de 6xido de indio-estario (ITO) fueron recubiertos por
peliculas delgadas PEDOT:PSS-organoestano(lV). Posterior a la
polimerizacion y caracterizacion de estas peliculas mediante microscopia
electrénica de barrido (MEB) y espectroscopia UV-vis, se instalaron catodos
de plata para su evaluacion eléctrica frente a distintas longitudes de onda.

RESULTADOS

En (a figura 1 obtenida por MEB se muestran particulas de organoestanio(lV)
embebidas de manera homogenea en el polimero; el tamano entre particulas
varia de 5a 20 um.

En (a figura 3 se observa que no hay cambio en el dispositivo al cambiar la
longitud de onda incidente. En todos los casos se observa en el cuarto
cuadrante un area practicamente 6hmica, mientras que en el primer
cuadrante se observan tres cambios de pendiente. El primer cambio de
pendiente muestra una deficiente relacion entre el voltaje y la densidad de
corriente, mientras que en el segundo es posible observar gue esta relacion
mejora al requerir de menor tension para aumentar a corriente eléctrica. Por
Ultimo, el tercer cambio de pendiente revela una eficiencia intermedia entre
los que le preceden [1].
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Figura 1. Microscopia electronica de barrido a 1500x

Al obtener mediante espectroscopia UV-vis el band gap directo de 4.0 eV U
el indirecto de 3.1 eV, se deduce que su compaosicion es amorfa. Los valores
(ambién indican que el dispositivo fabricado pertenece a la familia de los
semiconductores, pues esta por debajo de los 4 eV requeridos para (0s
semiconductores organicos [3]. Con respecto a a evaluacion de propiedades
eléclricas, se observa una diferencia entre las curvas medidas en condiciones
de iluminacién natural y oscuridad (figura 2). Esto se debe a que el diodo
muestra el comportamiento propio de los dispositivos fotovoltaicos, o cual
abre la posibilidad a una nueva gama de aplicaciones dentro de (a ingenieria
biomeédica [1].
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DISCUSION

El diodo de barrera Schottky, elaborado durante esta investigacion, muestra
ciertas capacidades fotovoltaicas, asi como una particular conducta limitante
en la densidad de corriente eléctrica a 0.004 A/cm? con un voltaje de 1125
V. Las propiedades eléctricas en este diodo de barrera son las gue o podrian
convertir en el componente clave para incrementar el rendimiento de (3
familia 0gica CMQOS, utilizada en tecnologia de RFID para sistemas
implantados en seres humanos.
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